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近年、超⾼アスペクト⽐のデバイスにコンフォーマルに数 nm レベルの薄膜を⾼品
質に堆積する必要があり、原⼦層堆積法(Atomic Layer Deposition; 以後 ALD)によ
る薄膜堆積が主流となっている。しかしながら、ALD の成膜原料としては、主に有
機⾦属化合物が使われるため、残留する炭素の影響を排除することができず、どの
ような原料を⽤いて、どのような ALDプロセスを⾏えば、炭素含有量が減少し、膜
質が向上するかは、系統的に議論されていない。
そこで本提案では、代表的な成膜⽤材料としてシリコンに着⽬し、ALD の成膜原料
として、異なるリガンドを⽤いた有機⾦属化合物を選択して SiO2 および 膜を成膜
し、有機化合物のリガンドの差異による、膜質の差を詳細に分析する。

実験
Experimental

リガンドの異なる2種類の有機金属シリコン原料（原料１および原料２）を用いて、
原子層堆積（ALD)実験を行った。得られたSiO2膜を、当該ALD装置に付随し、大気
の暴露なくIn-situで測定可能な光電子分光装置で、膜の組成を分析した。また、炭
素残留に関しては、二次イオン質量分析(SIMS)を行い検出した。

結果と考察
Results and Discussion

膜中カーボン量に相当する、炭素イオンの検出カウント測定結果を図１に示す。原
料１，および原料２の、リガンドが異なる2種類の有機金属シリコンを用いると、
膜中の残留炭素量が大きく異なることが分かった。今後は、リガンドの分子量（炭
素含有量）が更に異なる原料を用いて比較実験を行う予定である。
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図１二次イオン質量分析による膜中残留炭素カウント
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